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Квантование заряда и потока 
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Averin, Likharev Mesoscopic Phenomena in Solids, p.173 (1991) 
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Одноэлектронный транзистор (SET) 

нормальный SET гибридный SINIS или NISIN SET 

 J.P. Pekola et al Nat. Phys. (2008)  

Averin, Likharev Mesoscopic Phenomena in Solids, p.173 (1991) 
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SET. Принцип работы насоса 
Нормальный SET SINIS или NISIN SET 
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 J.P. Pekola et al Nat. Phys. 4, 120 (2008)  



 J.P. Pekola et al Nat. Phys. 4, 120 (2008)  
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SINIS «турникет». Эксперимент. 

 J.P. Pekola et al 
Nature Phys. (2008); 
 

I = nef SINIS или NISIN SET 
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Вариант реализации. 
Сверхпроводящая гранула в магнитном поле 
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Результаты 
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Выводы 

Предложен новый метод создания контролируемого 
одноэлектронного транспорта, основанный на 
периодическом подавлении эффекта чётности в 
сверхпроводящей грануле в режиме кулоновской 
блокады. 
 
В качестве возможной реализации рассмотрено 
подавление щели периодическим магнитным полем 
 
Проведены аналитические вычисления 
транспортного тока через систему на основе 
ортодоксальной теории кулоновской блокады с 
учётом эффекта чётности. 
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